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Работа посвящена изучению эмиссионных и транспортных процессов в гетероструктурах типа метал-окисел-наноуглерод. Исследовались гетероструктуры с различной толщиной окисла (диэлектрика). Образцы имели следующую структуру: титановая пленка (катод), пленка оксида титана и наноуглеродная пленка. Титановая пленка и пленка окисла получались магнетронным методом, а наноуглеродная пленка – методом импульсно-плазменного осаждения. Вольтамперные характеристики (ВАХ) измерялись с помощью интерфейсной платы NI PCI-6229, в программной среде «LabView». Обработка и оформление результатов, проводились с помощью программы QtiPlot. Измерения ВАХ проводились при различных температурах и частотах развертки.  
Было обнаружено, что для структуры с толстым окислом (20-50 нм) характерны ВАХ, которые хорошо описываются на основе теории надбарьерной термоэлектронной эмиссии. По ВАХ были определены основные параметры границы гетероструктуры Ti-TiO2-C. Для структуры с тонким диэлектрическим слоем TiOx (5 нм) была обнаружена отрицательная дифференциальная проводимость при комнатной температуре. ВАХ для толстого слоя окисла и две ВАХ для тонкого слоя при комнатной температуре с различными частотами развертки приведены на рисунке 1.
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	Рисунок 1. ВАХ при комнатной температуре для толстого слоя оксида (кривая 2), для тонкого слоя оксида с частотой развертки 0,25 Гц (кривая 1), с частотой развертки 0,5 Гц (кривая 3).


В работе приводится классификация механизмов электронного транспорта, приводящих к появлению отрицательной дифференциальной проводимости (ОДП), рассматриваются возможные наноструктуры с ОДП. На основе полученных экспериментальных результатов и теоретического анализа предложен механизм ОДП с участием резонансных состояний в тонком слое TiOx.
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